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はじめに 

層状物質である二硫化モリブデン(MoS2)は表面積対体積比が非常に高いため、測定対象への敏

感な反応が必要なセンサデバイスとしての応用が期待される。MoS2合成の条件として、モリブデ

ン供給源とMoS2を成膜するシリコン基板(Mo供給先基板)の距離が重要である。本研究では、Mo

酸化物薄膜とシリコン基板を張り合わせた構造で化学気相成長(CVD)を行うことによって、安定

した条件でのMoS2の成膜を試みた。 

実験方法 

CVD法による MoS2の合成は、石英管を利用した 2段階の加熱(加熱 1, 加熱 2)により行われた

(図 1(a))。加熱 1は Arガス雰囲気下で行った。3 mgのMoO3を入れたムライトのボート上に、鏡

面側を下に向けたシリコン基板を配置した。ボートは 750℃_30, 60, 120 minの条件で加熱しMoOx

薄膜を形成した。加熱 1 により作製された Mo 供給源基板を MoOxの存在する面が下になるよう

にしてシリコン基板(Mo供給先基板)上に配置した。ボートは 750℃_30, 60, 120 minの条件で硫黄

(S)を含む Arガス雰囲気下で加熱した。 

実験結果 

作製した供給先基板の光学顕微鏡像を図 1(b)に示す。MoS2の特徴である三角形状の結晶を確認

できた。MoS2結晶の断面の TEM/EDS による元素分析の結果を図 1(c)に示す。Mo と Sそれぞれ

の元素分布は重なっておりMoS2が合成されていることを確認した。各加熱条件におけるMoS2の

最大径を図 2 に示す。1 回目の成膜時間が短いほど結晶が長くなる傾向にあり、加熱 1 の成膜時

間が 30 min、加熱 2の成膜時間が 30 minの時、結晶の最大径は 80 µmを示した。 

 

 
図 1 (a) CVD合成手順の模式図 

(b) 作製した基板の光学顕微鏡像 

(c) TEM/EDS による元素分析 

 
図 2 加熱時間に対する結晶径 
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